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※概要（Summary ）： 
単電子トランジスタは、単電子島と呼ばれるナノメートル

オーダの金属あるいは半導体島と、それを固定するため

の土台となるナノギャップ電極から構成されている[1]。報
告者らはこのナノギャップ電極を無電解金メッキにより作

製している[2,3]。金ナノギャップ電極のギャップ間に単電

子島となるナノ粒子を導入するためには、金ナノギャップ

電極の三次元的な詳細な構造評価が必要である。そこで、

今回報告者らは FIB 加工により金ナノギャップ電極の断

面が露出した状態の試料に対し、電界放射型走査型電

子顕微鏡(FE-SEM)を用いて断面形状観察を行った。 
 
※実験（Experimental）： 
利用装置：FIB-SEM 
 Si/SiO2 上に無電解金メッキによって作製した金ナノギ

ャップ電極を用意した(Fig.1)。この金ナノギャップ電極に

対して、集束イオンビーム(FIB)を用いて金ナノギャップ

電極の断面が露出するように加工を施した。利用した装

置 FIB-SEM はサンプルステージを傾斜させることが出

来るため、FIB で加工を施した面を同一のチャンバー内

で高い分解能を有する FE-SEM により観察することが出

来る(Fig.2)。そこで、この FE-SEM を利用して FIB 加工

後の金ナノギャップ電極の断面を観察した。 

  
Fig.1 SEM image of nanogap electrodes 

 
 

 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 
金ナノギャップ電極の断面を FE-SEM により観察

した。その結果、金ナノギャップ電極のギャップ部分

の形状が曲率を有していること、金ナノギャップ電極

は SiO2上にはメッキされないことが分かった。また、

そのナノギャップ電極のギャップ長は 2 nm を下回っ

ているという結果が得られた。 

 
Fig.2 Schematic image of FIB-SEM 

 
※その他・特記事項（Others）： 
・今後の課題 

TEM による金ナノギャップ電極の観察。 
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